
  

 

 
 

 

 
 
 

 

[Table_Title] Ѓ688396Є꜠  

SiC ₴Їҵ ֥  

 

2021  12  21  

[Table_Summary] 【事项】 
 

◆ 研发成果取得新突破，发布 SiC 新产品。公司发布 SiC 新产品，SiC JBS

第二代产品击穿电压为 650V 和 1200V，导通电流为 2A-50A，漏电流

为 100uA，技术达到国际领先水平；SiC MOS 产品击穿电压为 1200V，

导通电流为 10A-120A，导通电阻为 15mR-300mR。 

◆ 公司 IGBT 产品制造工艺技术全面升级，性能参数对标国外。据公司

2020H1 财报披露，公司 IGBT 通过 6 吋平台产品技术升级，实现芯片

面积缩小。同时，公司制造工艺技术全面提升至 8 吋，自主研发的 8

吋 650V、1200V IGBT 工艺平台已建立完成。公司生产的 1200V 40A 

FS-IGBT 产品在工业领域实现量产；新一代的 650V 40A FS-IGBT 样
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